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１．概要（Summary） 

現在、慣性センサを代表とする MEMS センサの小型

化の実現方法として、センサの検出部となる錘部を、従来

の SOI ウェハのハンドル層を用いる方法とは異なり、工程

途中に成膜した Epi-Si、または Poly-Si 層を利用する手

法が用いられている。今回、Si ウェハ上に成膜された

SiO2 膜の上への、ボロンをドーパントとした低抵抗

Poly-Si 層の成膜を目指し、東北大学試作コインランドリ

の設備を利用し検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  熱 CVD装置 

 

【実験方法】 

Si 基板を約 800℃に加熱をしながら、成膜ガスである

SiH4/B2H6 をチャンバ内で分解し、Poly-Si 膜第一層を

5min 積層、その後加熱温度を 1000℃に上昇し、成膜

ガスを SiH2CL2/B2H6へ切り替え、 Poly-Si 膜第二層を

100min 連続成膜した。成膜ガスをチャンバへ運ぶキャリ

アガスには、不活性ガスであるH2を使用し、Poly-Si膜の

キャリア密度を決定する成膜ガスの流量は、MFC にて下

記の通りに設定した。 

（i） 第一層 SiH4/B2H6=20/100sccm 

（ii） 第一層 SiH2CL2/B2H6=200/100sccm 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

積層後のウェハを へき開し、熱電子SEMを用いて断

面観察を行った結果を Fig. 1 に示す。 

 

Fig. 1 SEM images of cross section of deposited 

Poly-Si at different locations (i) and (ii). 

 

 第二層の成膜時間 100min に対し、ウェハ外周部では

約 35 µm、ウェハ中央部では約 30 µm の柱状 Poly-Si

膜が成膜できていることが分かった。また、成膜下

Poly-Si 層の抵抗率を 4 探針測定装置により測定した結

果、約 2.1 mΩ・cmであり、Dektak装置によるウェハ反

り測定結果を元に内部応力を算出した結果、約 25MPa

であることが分かった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・成膜工程をサポート頂いた渡邉 拓様（東北大学研究

員）に感謝します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


